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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月16日(2020.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリ材料のサーマルバジェット未満の温度で、前記メモリ材料の上に１つ又は複数の
第１の前駆体を流すことによって、前記メモリ材料の上に第１の材料を熱的に堆積するこ
とと、
　前記第１の材料に窒素を取り込むために、前記第１の材料を窒素プラズマに曝露するこ
とと、
　前記メモリ材料の上に所定の厚さを有する誘電体封入層を形成するために、前記第１の
材料を熱的に堆積すること、及び前記第１の材料を前記窒素プラズマに曝露することを繰
り返すことと
を含む方法。
【請求項２】
　前記温度が摂氏約３００度未満である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ又は複数の第１の前駆体が、ケイ素含有前駆体及びホウ素含有前駆体のうちの
１つ又は複数を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ケイ素含有前駆体が、シラン（ＳｉＨ４）及びジシラン（Ｓｉ２Ｈ６）のうちの１
つ又は複数を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記窒素プラズマが、窒素ガス（Ｎ２）及びアンモニア（ＮＨ３）のうちの１つ又は複
数を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　Ｎ２の流量が約５リットル／分から約８リットル／分の間である、請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　前記誘電体封入層が、窒素がドープされたホウ化ケイ素（ＳｉＢＮ）を含む、請求項１
に記載の方法。
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【請求項８】
　前記誘電体封入層の前記所定の厚さが、約２００オングストロームから約３００オング
ストロームの間である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　熱化学気相堆積プロセスによってメモリ材料の上に第１の材料を堆積することであって
、
　　シラン及びジシランのうちの１つ又は複数を含むケイ素含有の第１の前駆体を流すこ
と、
　　摂氏約３００度未満の温度で、前記メモリ材料の上にジボランを含むホウ素含有の第
１の前駆体を流すこと、並びに
　　前記第１の材料を堆積するために、前記ケイ素含有の第１の前駆体と前記ホウ素含有
の第１の前駆体とを反応させること
を含む、第１の材料を堆積することと、
　窒素ガス及びアンモニアからなる群から選択された１つ又は複数の窒素含有ガスを含む
窒素プラズマに、前記第１の材料を曝露することと、
　前記メモリ材料の上に共形の窒素がドープされたホウ化ケイ素誘電体封入層を形成する
ために、前記第１の材料を堆積すること及び前記第１の材料を前記窒素プラズマに曝露す
ることを繰り返すことと
を含む方法。
【請求項１０】
　前記温度が摂氏約２００度から約２５０度の間である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の材料を堆積すること及び前記第１の材料を前記窒素プラズマに曝露すること
が、約１０回から約１５回の間で繰り返される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ケイ素含有の第１の前駆体の流量が、約１００標準立方センチメートル／分（ｓｃ
ｃｍ）から約７００ｓｃｃｍの間である、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の材料を窒素プラズマに曝露するためのプラズマ出力が、約１００ワットから
約５００ワットの間である、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板の一部の上に配置されたメモリ材料の１つ又は複数の高アスペクト比特徴と、
　前記メモリ材料の１つ又は複数の高アスペクト比特徴及び前記基板の露出部分の上に配
置された、窒素がドープされたホウ化ケイ素（ＳｉＢＮ）を含む誘電体封入層と
を含むメモリデバイス。
【請求項１５】
　前記誘電体封入層の厚さが、約２００オングストロームから約３００オングストローム
の間である、請求項１４に記載のメモリデバイス。
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